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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月16日(2008.1.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂直方向に積み重ねられた多数のウェーハを保持するように適合された基板ホルダーを
取り囲む処理チューブを囲み、少なくとも一つの表面上に堆積物質を有するバッチ型処理
装置の処理チャンバ内に、クリーニングガスを導入する段階と、
　前記基板ホルダー、前記基板ホルダーを支持する基板ホルダー支持体、前記処理チュー
ブから成るグループから選択された、前記装置チャンバ内部の装置の構成要素にＲＦ電力
を印加することによりプラズマを形成する段階と、
　揮発性反応生成物を形成するために、前記処理チャンバ内の前記堆積物質を前記プラズ
マに露出する段階と、
　前記反応生成物を前記処理チャンバから排出する段階とを有するクリーニング処理を備
えたバッチ型処理装置のプラズマエンハンスクリーニング方法。
【請求項２】
　前記クリーニング処理の進捗を示す前記処理装置からの信号を監視する段階と、前記信
号に基づいて、（ａ）前記クリーニング処理の実施及び監視を継続する段階、または（ｂ
）前記クリーニング処理を終了する段階のいずれか一つを実施する段階とを更に備えた請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記監視する段階は、前記信号の強度レベルがしきい値に達したかどうかを確認する段
階を更に有する請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記（ｂ）段階は、前記しきい値に達したことを確認した後に行われる請求項３に記載
の方法。
【請求項５】
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　前記監視する段階は、前記処理チャンバ内のガスの発光または光吸収を検出するための
光学監視装置を使用する段階を備える請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記監視する段階は、前記装置の構成要素または前記堆積物質の少なくとも一つと光と
の相互作用を検出するための光学監視装置を使用する段階を備える請求項２に記載の方法
。
【請求項７】
　前記監視する段階は、前記処理チャンバ内のガスの質量信号を検出するための質量セン
サーを使用する段階を備える請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記導入する段階は、前記処理チャンバ内にＣｌＦ３、ＨＦ、ＨＣｌ、Ｆ２、ＮＦ３、
ＣＦ４の少なくとも一つを流入する段階を更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記導入する段階は、Ａｒ、Ｈｅ、Ｎｅ、Ｋｒ、Ｘｅ，Ｎ２の少なくとも一つを流入す
る段階を更に備える請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　垂直方向に積み重ねられた多数のウェーハを保持するように適合された基板ホルダーを
取り囲む処理チューブを囲み、少なくとも一つの表面上に堆積物質を有するバッチ型処理
装置の処理チャンバ内に、クリーニングガスを導入する段階と、前記処理チューブにＲＦ
電力を印加してプラズマを形成する段階と、揮発性反応生成物を形成するために、前記処
理チャンバ内の前記堆積物質を前記プラズマに露出する段階と、前記反応生成物を前記処
理チャンバから排出する段階とを有するクリーニング処理を実施する段階と、
　前記クリーニング処理の進捗を示す前記処理装置からの信号を監視する段階と、
　前記信号に基づいて、（ａ）前記クリーニング処理の実施及び監視を継続する段階、ま
たは（ｂ）前記クリーニング処理を終了する段階のいずれか一つを実施する段階とを備え
たバッチ型処理装置のプラズマエンハンスクリーニング方法。
【請求項１１】
　前記監視する段階は、前記信号の強度レベルがしきい値に達したかどうかを確認する段
階を更に有する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記（ｂ）段階は、前記しきい値に達したことを確認した後に行われる請求項１１に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記監視する段階は、前記処理チャンバ内のガスの発光または光吸収を検出するための
光学監視装置を使用する段階を備える請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記監視する段階は、前記装置の構成要素または前記堆積物質の少なくとも一つと光と
の相互作用を検出するための光学監視装置を使用する段階を備える請求項１０に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記監視する段階は、前記処理チャンバ内のガスの質量信号を検出するための質量セン
サーを使用する段階を備える請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記導入する段階は、前記処理チャンバ内にＣｌＦ３、ＨＦ、ＨＣｌ、Ｆ２、ＮＦ３、
ＣＦ４の少なくとも一つを流入する段階を更に備える請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記導入する段階は、Ａｒ、Ｈｅ、Ｎｅ、Ｋｒ、Ｘｅ，Ｎ２の少なくとも一つを流入す
る段階を更に備える請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　垂直方向に積み重ねられた多数のウェーハを保持するように適合された基板ホルダーを
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取り囲む処理チューブを囲み、少なくとも一つの表面上に堆積物質を有する処理チャンバ
と、
　前記処理チャンバ内部の装置の構成要素であり、前記基板ホルダー、前記基板ホルダー
を支持するための基板ホルダー支持体、または前記処理チューブから成るグループから選
択された電極と、
　前記処理チャンバにクリーニングガスを導入するように設計されたガス注入装置と、
　前記電極にＲＦ電力を印加することにより前記処理チャンバ内にプラズマを形成し、前
記プラズマが前記堆積物質と反応して揮発性反応生成物を形成するように設計されたプラ
ズマ源と、
　前記反応生成物を前記処理チャンバから排出するように設計された真空ポンプ装置と、
　処理装置を制御するように設計された制御装置とを備えたバッチ型処理装置。
【請求項１９】
　前記処理装置からの信号を監視し、前記処理装置のクリーニング状態を確認するように
設計され、前記制御装置に前記状態を伝達するように設計された処理チャンバ監視装置を
更に備えた処理装置において、
　前記制御装置は前記状態を受信し前記状態に対応して前記処理装置を制御するように更
に設計されている請求項１８に記載の処理装置。
【請求項２０】
　前記チャンバ監視装置は、前記信号の強度レベルがしきい値に達したかどうかを確認し
、前記確認に基づいて、処理を続行または終了するように更に設計された請求項１９に記
載の処理装置。
【請求項２１】
　前記チャンバ監視装置は、前記処理チャンバ内のガスの発光または光吸収を検出するた
めの光学監視装置を備えた請求項１９に記載の処理装置。
【請求項２２】
　前記チャンバ監視装置は、前記装置の構成要素または前記堆積物質の少なくとも一つと
光との相互作用を検出するための光学監視装置を備えた請求項１９に記載の処理装置。
【請求項２３】
　前記チャンバ監視装置は、前記処理チャンバ内の質量信号を検出するための質量センサ
ーを備えた請求項１９に記載の処理装置。
【請求項２４】
　前記電極は前記処理チューブであり、前記プラズマ源はＲＦジェネレータと前記処理チ
ューブに結合されたマッチネットワークとを備えた請求項１８に記載の処理装置。
【請求項２５】
　装置の構成要素は、石英、Ａｌ２Ｏ、ＳｉＮ、ドーピングされたシリコン、ＳｉＣでコ
ーティングされたグラファイト、Ｓｉでコーティングされたグラファイトの少なくとも一
つを有する請求項１８に記載の処理装置。
【請求項２６】
　前記堆積物は、Ｓｉ、ＳｉＧｅ、ＳｉＮ、ＳｉＯ２、ドーピングされたＳｉ、ＨｆＯ２

、ＨｆＳｉＯｘ、ＺｒＯ２、ＺｒＳｉＯｘの少なくとも一つを有する請求項１８に記載の
処理装置。
【請求項２７】
　垂直方向に積み重ねられた多数のウェーハを保持するように適合された基板ホルダーを
取り囲む処理チューブを囲み、少なくとも一つの表面上に堆積物質を有する処理チャンバ
と、
　前記処理チャンバ内にクリーニングガスを導入するように設計されたガス注入装置と、
　前記処理チューブにＲＦ電力を印加することにより前記処理チャンバ内にプラズマを形
成し、前記プラズマが前記堆積物質と反応して揮発性反応生成物を形成するように設計さ
れたプラズマ源と、
　前記反応生成物を、前記処理チャンバから排出するように設計された真空ポンプ装置と
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、
　前記処理装置からの信号を監視し、前記処理装置のクリーニング状態を確認し、前記状
態を伝達するように設計されたチャンバ監視装置と、
　前記チャンバ監視装置から前記状態を受信し、前記状態に対応して前記処理装置を制御
するように設計された制御装置とを備えたバッチ型処理装置。
【請求項２８】
　前記チャンバ監視装置は、前記信号の強度レベルがしきい値に達したかどうかを確認し
、前記確認に基づいて、処理を続行または終了するように更に設計された請求項２７に記
載の処理装置。
【請求項２９】
　前記チャンバ監視装置は、前記処理チャンバ内のガスの発光または光吸収を検出するた
めの光学監視装置を備えた請求項２７に記載の処理装置。
【請求項３０】
　前記チャンバ監視装置は、前記装置の構成要素または前記堆積物質の少なくとも一つと
光との相互作用を検出するための光学監視装置を備えた請求項２７に記載の処理装置。
【請求項３１】
　前記チャンバ監視装置は、前記処理チャンバ内の質量信号を検出するための質量センサ
ーを備えた請求項２７に記載の処理装置。
【請求項３２】
　前記プラズマ源はＲＦジェネレータと前記処理チューブに結合されたマッチネットワー
クとを備えた請求項２７に記載の処理装置。
【請求項３３】
　前記装置の構成要素は石英とＳｉＣの少なくとも一つを有する請求項２７に記載の処理
装置。
【請求項３４】
　前記堆積物質はＳｉ、ＳｉＧｅ、ＳｉＮ、ＳｉＯ２、ドーピングされたＳｉ、ＨｆＯ２

、ＨｆＳｉＯｘ、ＺｒＯ２、ＺｒＳｉＯｘの少なくとも一つを有する請求項２７に記載の
処理装置。
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